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Os objetivos deste trabalho sdo a obtencdo das propriedades eletrbnicas e do
ambiente quimico dos atomos superficiais de um filme ultrafino de Pt depositado
sobre Si, bem como estimar a sua espessura. A motivacao principal esta no fato
de que para o desenvolvimento de produtos de alta tecnologia é crucial a
producéo e a caracterizacéo de filmes ultrafinos. Como exemplo, podemos citar a
industria de microeletrénica, onde o controle de qualidade dos filmes nanométricos
deve ser muito elevada para garantir o melhor desempenho de
microprocessadores. Estudos recentes demonstram que as propriedades quimicas
e estruturais de filmes ultrafinos sdo determinantes para otimizagdo da eficiéncia
na geracdo de energia de painéis fotovoltaicos. No presente estudo, um filme
ultrafino de Pt foi depositado sobre um substrato monocristalino de Si a partir do
método denominado Sputtering. Para a caracterizacdo da amostra, foi utilizada a
técnica de espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raios-x (ESCA ou XPS)
resolvida em angulo. As propriedades do sistema Pt/Si foram obtidas através dos
espectros XPS de alta resolugcdo nas regides do Si 2p e Pt 4f, os quais foram
analisados pelo software Casa XPS. Desenvolvemos um codigo de ajuste da
dependéncia angular das intensidades dos sinais para estimar a espessura do
filme ultrafino de Pt. Dessa maneira, foi possivel determinar a presenca de 6xidos
de Pt e de Si na amostra e estimou-se a espessura do nanofilme de Pt em (14,0 £

0,4) A.
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